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特点

 单总线接口,节约布线资源

 应用简单,无需额外器件

 宽供电电压范围 3V-5.5V

 可编程 9~12 位数字输出

 全温范围-55°C~+125°C

 高精度

 ±0.5°C, -10°C~+85°C

 ±1.5°C, 全温范围

 每颗芯片有唯一的 64 位 ID 序列号

 可配置高低温报警

 超强 ESD 保护能力（HBM>8000V）

 典型待机电流功耗 1uA@3V

 典型换电流功耗 0.6mA@3V

典型应用

 温度监控

 粮情监测

 智能家电系统

 水温测量

 建筑、设备或机房内部温度监测系统

 过程监测和控制系统

概述

QT18B20 是一款高精度的单总线温度测量芯
片。温度传感器的测温范围为-55°C 到+125°C；根
据用户需要通过配置寄存器可以设定数字转换精度
和测温速度。芯片内置 4bytes 非易失性存储单元供
用户使用，2bytes 用于高低温报警，另外 2bytes
用于保存用户自定义信息。在-10°C 到+85°C 范围
内最大误差为±0.5°C，在全温范围内最大误差为±
1.5°C。用户可自主选择电源供电模式和寄生供电模
式。单总线接口允许多个设备挂在同一总线，该特
性使得 QT18B20 也非常便于部署分布型温度采集
系统。

管脚图和结构框图

注: 18B20 采用 TO-92 封装，左图为管脚图，右图为芯片内部结构

引脚 名称 功能

1 GND 地线

2 DQ 单总线通信接口，寄生模式时供电端口

3 VDD 电源线（2 线通信时接地，以保证芯片内正

确识别 VDD 状态）

单总线数字温度传感器芯片 QT18B20
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单总线协议

QT18B20 使用严格的单总线通讯协议以确保数据完整性。该协议定义了几种信令类型：复位脉冲，存
在脉冲，写 0，写 1， 读 0，读 1。除了存在脉冲之外，所有信令都由总线主机发起。在这个总线系统中，
QT18B20 处于总线协议的从端，单片机（主机）通过每个器件的唯一 64 位编码识别并寻址总线上的器件。
因为每个器件都有唯一的编码，实际上挂在总线上并可以被寻址的设备数量是无限的。单总线协议，包括
详细的指令与时隙描述在数据手册中有详细描述。

图 1：QT18B20 组网示意图

高低温报警功能

QT18B20 完成一次温度转换后，就将该温度值和用户定义的二进制补码报警触发值比较，如果温度值
超过高低温触发门限，芯片将置位报警位。用户可以通过发布一个 Alarm Search[ECh] 指令来检查所有挂
在总线上的 QT18B20 的标志位状况。任何设立了标志位的 QT18B20 都会响应该指令，这样主机可以知道
具体哪一个 QT18B20 进入了报警条件。

双供电模式

QT18B20 可以用传统模式通过外部电源供电到 VDD 引脚，这种模式的优点是不需要 MOSFET 上拉，
而且单总线在温度转换过程中可以任意进行其他操作，此供电方式可参考图一。也可以采用寄生供电方式，
在寄生供电方式下，总线为高的时候，通过单总线在 DQ 引脚上的上拉电阻对一个内部电容充电，然后在
总线低的时候，内部电容就会维持对器件供电。在温度大于+100°C 时不建议使用寄生电源，强烈建议使用
外部电源对 QT18B20 供电。寄生供电模式组网请参考下图：

图 2：通过寄生电源供电
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电气特性

绝对最大额定值

任意引脚到地电压值 ……………………………................................................................................-0.5V to +6.0V
工作温度范围 ............................................................................................................................. -55°C to +125°C
存储温度范围 ……………………………………………………..........................................................-55°C to +125°C
焊接温度 ........................................................................................................ 参考 IPC/JEDEC J-STD-020 规范
这些仅为极限参数下，对于器件在此极限条件或高于此极限条件的环境中的功能运行，本规格书并不适用。长期暴露于此极限环境会影响器

件的可靠性。

直流电气特性

-55℃到+125℃；VDD=3.0V 到 5.5V

参数 符号 条件 最小 典型 最大 单位 备注
供电电压 VDD 本地供电 +3.0 +5.5 V 1
上拉电压 VPU 寄生电源 +3.0 +5.5 V 1,2

本地电源 +3.0 VDD

温度误差 tERR -10°C 到+85°C ±0.5 °C 3
-55°C 到+125°C ±1.5

输入逻辑低 VIL V 1,4,5

输入逻辑高 VIH 本地电源 +2.2 V
1,6寄生电源 +3.0

灌电流 IL VI/O=0.4V 4.0 mA 1

待机电流 IDDS 750 1000 nA 7,8
有功电流 IDD VDD=5V 1 1.5 mA 9
DQ 输入电流 IDQ 5 µA 10

漂移 ±0.2 °C 11
备注：

1） 所有电压以地为参考。
2） 上拉供电电压规格假设上拉器件为理想器件，因而上拉的高电平等于 VPU。为了满足 QT18B20 的 VIH 规范，实际的

强上拉供电轨必须考虑到开启时上拉电阻的电压降裕度，所以 VPU-ACTUAL=VPU_IDEAL+VTRANSISTOR。
3） 参考数据手册中的典型特性曲线图。
4） 逻辑低规范条件为 4mA 灌电流。
5） 为了确保低电压寄生电源供电的存在脉冲，VILMAX 可能需要减小至 0.5V。
6） 逻辑高规范条件为 1mA 源电流。
7） 待机电流规范条件最高到+70°C。+125°C 条件下的待机电流典型值为 3 µA。

8） 为了最小化 IDDS，DQ 应该在以下范围内：GND≤DQ≤GND+0.3V 或 VDD-0.3V≤DQ≤VDD。

9） 有功电流指有效的温度转换或 E2PROM 写操作期间的供电电流。
10） DQ 线是高（高阻态）
11） 漂移数据基于 1000 小时压力测试，条件为+125°C，VDD=5.5V。



北京七芯中创科技有限公司

www.7qtek.com V3.3 2020/03 4 / 5

交流电气特性-非易失性存储器

-55℃到+125℃；VDD=3.0V 到 5.5V

参数 符号 条件 最低 典型 最大 单位
非易失存储写周期 tWR 2 10 ms
E2PROM 写次数 NEEWR 25°C 50000 次
E2PROM 数据保留 tEEDR 125°C 10 年

交流电气特性

-55℃到+125℃；VDD=3.0V 到 5.5V

参数 符号 条件 最小 典型 最大 单位 备注
温度转化时间 tCONV 9 位分辨率 62.5 93.75 ms 1

10 位分辨率 125 187.5
11 位分辨率 250 375
12 位分辨率 500 750

强上拉时间 tSPON 从 Convet T 指令发布起 10 µs
时隙长度 tSLOT 60 120 µs 1
恢复时间 tREC 1 µs 1
写 0 低电平时间 tLOW0 60 120 µs 1
写 1 低电平时间 tLOW1 1 15 µs 1
读数据有效时间 tRDV 15 µs 1
复位高电平时间 tRSTH 480 µs 1
复位低电平时间 tRSTL 480 µs 1,2
存在检测高电平时间 tPDHIGH 15 60 µs 1
存在检测低电平时间 tPDLOW 60 240 µs 1
电容 CIN/OUT 25 pF
备注：

1） 参考数据手册中的时序图。
2） 在寄生电源模式下，如果 tRSTL>960 µs，可能发生上电复位。
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附件：

QT18B20封装图&引脚图：
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